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COMPTNDIO DB LA DESCRICION

. Tm miembro f&fésenéﬁ:le que tiene ma capa gglomersn
te fotoreceptora que compxends perticulas fotoconductives Lo~
percadas en unmaterisl do maktriz el estrdnd camente active. EL

fotoconductor comprende un meterial qus es capaz de fotogwme-

rar ¢ impedlr clectronss en €l sglomerente aStivo ciroundente
que comprends Wn meferial capaz de proporcionar inyeceion ¥
trensporie de elegtroness EL makerial de neixiz activo tiae
la propledad adioional de sor sustancialmente {ranspsrente e la
Tadiaokon en la Tegidn particular de longitudes de onda de uso

" dlectwostatografico; pemitiends as{ el uso do una cantidad zo

lativg.n}ente pequeila de mak erisl fotooonduotor er la capa eglo-:
merante. Se pueds formar imegon en la estructura en e mods

slestrostatografico convenoiona. que comdnmente indluys ocarges
exposicidn aluz y revelacion. |

 FUNDAMENTOS I8 LA INVENCION :
- La pmseﬁie iriv'éncio'zi se relacions en gensral con la

ol sotrostatografia y mas especificamente con un nuevo dispositi
vo fotosencible y con un metodo para &1 U0,

M la témica de la electrostatografis, se foma img«
gen en g placa electrostatografi cay quo contiens wna aspa zis«
lante fotoconduoctlves Oargesndo primersmente su s@erfioie cleo=

. trostaticamente en una manera wniforme. Se expone entonces la

placa & un discfio de rodlacion dectromesnética activaiora tal
como Luz que & eipe sslectivamente la 0arga en lag &rens ilumi
ngdas dsl aidl aloxr fotoconductivo mientras quedaina imgzen wleoe
trostatica latente en las &reas no fluminalas. e puede Yove= ’
lar entonces esta inagen electrostatica latente de modo de for-
mar ung imegen visible, depositendo pert{cul as mercadores elecw
tmsoépicaa finamente diw‘rididas' so_b:.-g'la superficle de la Caba

-



10 . .

5

0

a5

»

<

-

eldante fotoconductives _ - X
. Una capa fotosonduetiva pera d um €n electwsiatow

gra.fia puede ger una capa homogenoa de un solo neferial tal co

.m0 selenlo vitreo ) puede ser una 0apa oompuesta qie conticne

un fotocondnctor Y otro mat erisl. Wno ds los tipoa do capa fo
* %o conductiva compueata, que o utiliZa en el eoto statograf:fa ea
ta nu st:ca.do en 19. pat ente norteanm czma Nn 3.121.006 ooncedi
da a l.{iddleton y Reynolda que desc:d.be una, oa.ntidad de ogpas ’
agl.omerantes que oomp renden part:(oulas finmnsnta divididas de
un compueato 1norgani co fotoconductivo diapersmo en m sglone~

rmte da reeina organica eleotricamente e,ialente. m su fo rms

. comercisl autual. la capa aglomarante oontiaxa partfculas o

dxido ce oino que estan unifomanente d.tspersada.s en un aglome-
ranf:e de resina y esta. aplioada oomo raoubrimento aobre wm dor
.80 de papel. ' '\ |

I ioa edenplo 8 partimnarea de sl stema.s aglomerantes
desoritos en dicha patente norbeameri oma de Middlaton y otros,
e). a.glomeraut@\ oonprende w ma#;erla). que es :l.ncapaz de trenspox=
tau.' porta.dores de carga wectado 8y generados poT le.s particulas
i’otoconductoraa. aobre cualquier diatanoia significativa. Como

' xeaultado. oon los materiales particularea desontos en dichg

pd: ente norteamericana da mameton ¥ otros, las part:[culea foto-

N oonductorae dehm ennontra.ree en contacto partioula contra. D ar~

tfoula mstemialmente continuo a tre.ves de toda. la ospa para pez

mitir la disipacion de carga que se neoesite, pera funoianamiento
o:lfclico. con 1a. d:!.apersion u.nifome de particulas fotocondtcto-

' re.s que s deaorj.be en di cha pekente no T oameri cane de Middleton

y otro s. as por 1o tanto oomunmente necese,ria una concentracion’

en volumen relativamaxte alta del fo'sooonductor. hasta aproximg.

demente 504 0 mas en volumen, pars obtener sufi ciente aontaato
N oL s, i PR - .

-



¥ RPNy

10,

5.

) Lﬁ.ddlcton Y otros, se deseribe oto tipo de fotogonduoto: que

2'5 | i

~0a de 1a Tesine rednciendo asi ai@ifioativamenta Las propie~

3 8 8 5 8 6 ?-:;:3 o
particuia on partiow.a en &l fotoconduotur para lograr una
descarga repida. Sin enbargo, @0 ha compabado gue elevedas

.- . cargas de fotoconduetor en 1a3 _Capas eglomerantes del tipo Ye=

singy dan por resulta.do la dastruocion da 1a oont inuidad it

-

q.adga,_mg_gan;gag 4e 1a capa aglomorante. I.a.s Sepas con altas
...Cargas de foloconductor op caracterizan a menudo por wa Oapa

aglomerante quehradiza. que time poca o ninguns, i‘lenbilidad.

Por otra pe,rte. ouando se reduce la concen’evauion de fotocondno

. kor spracishlements por debajo de _ap:o;q.n}ggammte 5% en volu~
..meny e Teduce ol régimen de descarga haciends ¢iffcil o impo-

sible 1a formaoidn de imsgen ciclicn o Yepetida a slta velooi-
dede | ‘

.. PRSI
PR . . . RS N
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m 1a p a:: ente no rteanerl cang No 3.121.007 ooncedida a

'..‘. . .,...

... incluye wa capa eglomarante foto oondno’ci?a bifasios que eonpren

de pe.:c’s.o.oula.a atslantes fotoconduciivas que estan di spernadas

.. ua nairiz aislante fotocond.uotiva homogenea. B fotoconduoc=
o tor afecta. la forma de wn p:!.gmento oristadline inorgénioo fotooon
; duotivo ‘en particulas que ss desoribe, en teminoa emplios, coms

. .estendo presente en Wia Sentided do apWximsdemente 5 & 8% en

,' pesos 8o dice que 1a fotodes'carga eé cansadaporla oombinaoio’n

de portad ves de oarga geneme.doa en el ma:kerial de matriz als-
la,nte fotoconductiva y los portadores de carga inycolados desde

el pigmauto orista. mo foeoconduotivo hacia la ngtiriz aislanto
fotoconduct iva.

mla patente norteemericma. e 3.037.861 ooncedida. a

'Hoegl y otroa. 88 describe que el polivinn carbazol menifiest

ci.erta sensibiliden alos Wiravipletas d.e onda mas larga y su=

g!.ere que 80 puede extendar 8u asnsihilidad. esnectral heasta el
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espeatro visible mediente la alloidn de éeneibﬂizamree 00low

rmtes. Bn didia pakente norieamericens de Hoegl y otros mugle
- g tembién que es iguslmente po alble utilizar otros aditivos ta
- les camw oxido de cino'o_hio':;idq_d.e_titgﬁ_.o‘ Jmtemente con e ‘
Polivinil catbazol. Bn &idia pakente norteameri cgna do Hoegl y

otms, remlta evidente que cl polivinil carbuzol eots desting-

do el um com fotocondudkor. oon o sin mehierialos adliivos que

oxt{ mdaen = senaibilidad eSpectral. o

Aaemas. se propuso clertas eatruoturas €n oapas espe~

. :cidizadas. particularmente dismada.s para formgoion de imagen

- del tipo raflex. ) Pox.' o] emplo, en 1a. pa.tente no rteamerd can a Ne

. 3.165.“05 concedida a Hoestarqy 5¢ utiliza una estuctura aglo-

- merante de oxidn de oino en dos oapas Dara foma.oion de imagm
_ " del tipo ref.!.em. Enla mencioneda pat ente norteamaricma de

, ,Hoeate"ev ee ut iuza. dos capaa fotoconductivas contiguas sepaxYs~

da.e que tienen diferent‘es senaihilidadea espectralea pers poney
o praatlca. una partiaw.ar suoesion de fomscion de imsgen del

... ¥ipo roflex, 31 dispositim d.e Hoesterey utilize las popieda~
des de czpas rotooondnctivas miltiples peara obtener 1es ventaj es

com‘binadas de la foto respue gla sqpare.da de las rompe ctims Gapas

.
..... - e ey, ..‘.,\ e e

LB rerver Jxaa Czpas fotoconcmetivaa compuesias convmcia

. .nales manoionada.s mas exriba, s puede ver quos po¥r exposicion a

2y

, ; 1a. luz. 58 produce lLa fotoconductividad on la estructura de cgas
;por tranmorte de cargas a travea del cuerpo de la cepa fotoqone
| ductiva, coup en el ¢aso del selenio vitreo (v otras mdificacic~

tnes de ompa homgenea) En dimositiws que utilizan estruocturas

aglonerantes fotoeonmctivas. que incluyan resinas sidlantes elec

S t:i camente inact 1va,s gomo las desoﬁ.taﬂ m 1aya menoionada P

tente norteamericma. m 3.121.006 de Mddleton ¥y otros, la con~

-
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wzqtividagl.ohtranq:orte ds oarga tima'lu@r por élevmiaxa oare
gas del pigmento fotosonductiw 2o cud. permite contacto par

“t{cula con partioula de las partioulan fotocondictivas. &En el
W b'éga ‘a8 'ﬁar_tiqula.g fotoconanotivas dispersedas en wia matriz
T fﬁfocbndnotiva. peg- v ilustya en 1a ya mencionada petents
737 ndrbeomericana ¥o 3,121,007 de MA@ eton ¥ ot s, la fotocondug
' ?"'Eiiridad tlene lugsy por goneracidn de portado::e;s- de oarga %anto
'en laneiriz fotoconductive mm m las part:.culas de plguerdo
: fotaconauctiw. A L

s e iandw oot ..~.you.-."_< - 3 . ih . LI P

baag oy Ao las patentes memionadaa mas ar:d.ha. g8 base

.. TR Medenismws distintos de demdarga & t:ca.vea .da la capa folocune
:4uotiva; adolecen pox 1o gemerel de dificimnoiss en cumin, en el
{-vipentid de que la swexficie fofocondustiva, duzento la opeva-
v odony jueds expuesta ol 'ggxnyien*gg, oiroundante v, particulaments
ven ¢l 0as0 de elestrostatografia ofolics, es. susmeptilio a direw’
I a;én.;-.a*;aéue quiimi co, §glqrmyue_:@_o__g;giogzespjd;j:1plés & laluz du
» oo ratela ciclaqip'x;'.,‘; Estos ofecios se caractevizen por m dete=
. .rioxo gradusl de las. aaraote:igt_icaa _plégtr;@ca_a de Ja capa foto-
e mndt}cbji_m que da por re_,év;tadq‘lg impresiin de defectos supex-

t}i;cj,eies_y rayedlirass. arens localizedas de conduoctividad persis

. ,.%ente que no slcanzen a retensr Ma aargs, el eotTostatica) ¥ elta °

Cs deace.rga. en laoscuridad,

Ademas de lo B probl angB mencionedo 8 mas arz-ia as estan

oapaa fotocondnativas roqui eren que el fo.oconduoto:.‘ constituya
‘_ Ya s0a un 1007’:d_e_:!.g calds t.:o;:n.a.x.x el og.so de e oapa ds. selondo
,‘nﬂtr:eo_,. o ciue .mnggngan; de preferencia ung €lovada propo :.ja:lo'n
___c_ie ina‘g erigl fotoconductivo enla configuracion aglomsrante. Lo
_Tequisitos de ur;a.wc_;’apa‘ oo concfuotivé que contieme la totelldad,
. ouna propo rolon iuportente, de wi maberidl fotocondustivo res-
N Vg';dngen ngs todavia las caracteristicas ﬁ,aica.s ds 1a placy final,

.
-
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tam'bor 0 coTreas en el sentida de que las caracter&'sticas £isin
cas, tales como flexibilidad ¥ adnegion del fotoconductor a un

subetrato de mporte, estdn principalmente determinadas po¥ las
propiedaies f{slcas del fotoconductor, ¥ no pox la resina o ma»
tericl de matriz que esta de preferencia presente en una Oanti~
dad p eqgueiia.

_ Ofra form de gapa fotoaensible compuesta, qua ha sl-
& tamhiax congiderada por la teonica anterior, incluye wa Qa-

pa de materidl fotoconductivo que esta oublerta con una ospa de

materigl pléstico relativamente gruesay epliceda ocomo Tooubri-

miento sobre un substrato de ‘80Po rbee - ,

| . En la patente norteameri csna Ne 3.0’+1.166 concadida a
Bardeen se desoribe una configuracidn de ests clase en la oual
un nekerisl plastico transparente esta dimpuesto sobre una oepa
de selenio vitreo éue estd contenldo sobre un siwbstrato de soroy
te. sec describe el materisl plastico como wn mgteriel qua tice
una gera prolongads para portedores de oarga de la polaridad dew
soada. Durante el funcionauiento, se Oarga electrostaticamente
con ung determinada polaridad la superficle libre del material
pléstico‘ trangparente. Se expone entonces ¢l digositivo a rav
diacidn aotived ra que genera un par lagwmavgleotmn en 1a capa
fotoconductiva, KL eleotmn se mueve & tXaveés de la Ospa de mar
tsria;. 'pl,a'.stieo y.naztraliza lg corga poelitiva obre la superfi-
ole 11bre do la capa e meterid plastico demodo de ereer wa
imagen alpatrostética. sin embavgo, en didha patents norteameri-
Gena de Bardeen no se menodona ningin ngterial pléa_tioo eapecffi-
80 que aotie en esta manera, y Limita sus ejemplos a estructuras
que utilizen un materisl fotomonductor para la capa superior.

B 1g patente francesa Na 1.577.855 concedida a Herri.ck

¥ otros, se describe un dlepositivo fotosensible cumpuesto para

8
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finglidades espesisles que es epto para expd sleion reflex medispn
te luz polarizads. - Una de las formas de reslizacidn emples Wna

" ompa de particulas fotoconductivas orgénicas dlordicas dicpuese

e -%as en manera oricntada sobre.un substrato de sororte y una 0s~

g

kN i:g. de polivinil oarbazol formada sobre la ¢apa orientada de er

T b emial d1o1d100. Cuando £0 1as carge ¥ dizpone a luz, polariza~

"“da perpendicularnente don respecto & la orlentacion dela caps

ISR di cxdica, 1la gapajrdipro'ica orimtada ¥ la ozpa de polivinil ocar-

-

e ‘N
.«

v

15

" “bazol son anbas pustancislmente transparsntes a la luz do expo~
S

"wioldn inicidl. Queandd laluz polarizada alcanza el fond blan-
‘0 del dooumento que- e desea coplers laluz se despolariza es
" refle) ada nuevanente a travds del diepoaltivo ¥ 8 eheoibida po
el maferigl fot’doonductiw.'m.cﬁic‘o. n otra forma de Yeallza-
eigny ol ‘fot oconductor mordico ests dicpersado en maners orien=
' tada & ’sraves de toda la cepd de polivinil earbazole
© " Tendend en cuexta la estedo de la técice, 88 puede
¥ apreciar gon £acilided qua existe necesidad de un fotorsceptor
pars findlidedes generales qus manifieste oaractoristiocas acepta~

' Yles de fotoconduativided y que pdemas provee la cepacidsd de ma-

" niféstar notable resiskencia f{sloa y Zlexihilidad pers 1y reuti
1izaoidn bejo condicionea'a.{clicas rapidas sin el progresive de~

" terloro de les pmpieda;iea alectro Btatografica.s dsbido a desgas~

25..- :

oy eﬁaque quimico y fatige. por la luze -
FWAI-I DADES DE T, A PRESENTE INVRNCION

= <+ Por consigulente, Wia de las finglidades de 1a prosen~

te invencion es provesr wg placa electrofotografioa adaptable Pa
.+ ya fomeaoidn de imegen cfclica, que este desprovista de las dee=

- venta] es menolonadas nas arribe.
otra finglidad de la presen’ce invencion es provesr wa

nueva estructura aglomerante fotoagnsible,
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Obra findiidad do la proconte invencdin om provees
un mievo ol dioma Sornado X A9 AnLgal, '

oem :mmaaa do 12 proventa dnvandion eo pmvaer
win placa eleotxolot oumﬂ.m quo tigng wn nobericl que mmne_q

" 4a propicdaden do fooil tronsporte do elootIonco.

Otrs finplidsd do 1a prouento invencldn es provest
ung eepa pinlante fotosmduci:um para una ploce eloeotvetobor
grafiea que g0 ol miun tiapo relativonente ecordzdon ¥ £oodd
da produgly. S |

g logva ‘estas ¥ 0tTos Sinalidadony de ctuerds ¢on la
prosenta mvanciém sl provesy Wna pleca electimfotogrdfion qua
o1 tns capa foborenenton Qus compPmde particuias x’bfsaa‘amm

timn dj. spomadae eomletamm 8 & través de un moterith de ma-

trz.z clootmnloamente astiwe Ias pertfoules £otoonduetoras
dabm £OF Coproes do fotoganerar peres lagmoneh cotesh @ Anyeos
tav 208 elegtyoneny asf fotogmenadosy i ol aclomeraite do Mae
triz otromdante eleobnindoanonts activos quo Gvends Wa Mates
il aceptow do ele;tmao qua. on ouctengd glmentio RO nb@ shente

" en 1a pogion particwlar de longitulen dg onds de usy alaa&maw;

togvacico, POYe quo on nolivw on oL sentidy da QU3 e Ompas A0
propozcisnar inyeselon ¥ transporte da c16ab20n 686 2
sezda ve daﬁnev aqufs wm Dtocondustor o3 wa ma&;erm
due ea eléatrieazaénta fotonmoible o 1o ius m'l.s; vegidn do lonw
Eltwien do onda en que pe e dobe utilizar, Kae emecificamente,
es un neporid ows cmauetividad'e&éﬁémmmmmta slendsionkt
Vaento en mopuceta ada abmzeion dg mﬁ&&éﬁn dostmnymesie
Ga &1 win ¥egion do longitudes do onda que ne 1o debe u‘aiu'-
gax, -go neesusta eota Gafinicidn doiido h hoclo do que oo Belig
QUa 8o goptTa qUa Wis oy ooniddad .(w COUPUEDLD B OGN B exT =
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méf;;o 'x‘a son fotocondnotivoe oua.ndo' 8 los irradias con racia-

cion ultravioleta. de rayos X 0 gm fuertenente gb sorbida.
R 11! fotoconc’nctividad en J.osme;terialea orgmicoa g8 un :renome-
“lieieono comin, Practicamente todos los compuestos organiooq alter
g . .mente conjugados menifiestan un cicrto grado de fotoeoz;dustiviw'
‘dad bajo condiciome s :‘,:,propiaia.s., La meyorfa de estos materia-

KIEE f:.:.es orgénicos_ti_e_mn su principal respuesta de longliud de_onda.

en los ultravioletas., Sin ewbargo, se ha encontral pods utili

dod pomercisl para material es sensibles a los mtravioletas. -y'
10 _ 8w rempuesta s las J.ongitudes da onda cortas no resulia pa:'ti-
: uulamm'ae apropisdapara el copia,dn de docunentos 0 la Xepro-
. duccion dn colores, Tenienda en cusnta la prevelencis genersl

e de la fotoconduatividad en ccmpuestos organicoa despuea de excl

o tacion en 1ong1tudas oo:cta.s de onda.. ®a porlo tanto nvcesa;do:
15 | . perals presente invencidn, que se intemmste 109 térmings ¥foto-
s - - Joonducior® o "fotoconductivo® .dfg.modo de j:ncluirvmlgmg-:.:‘.ta‘aque-

: .110s materiales quy son en efecto susiancizlmente fotosensibles
“ en la rogicn de .J;ong;tudes aé onda en que .'sé los debe utili zare
. . De ‘.am.lerc_lo coi_x la presente 1nv§naio'n, sa ha compmbado que =9
X . . .pnede preparar un.miemh,ro sensihle eléotmstatogre'.fico 0 eled=
A;k;'ofotogre'.fim con wn mafericl do matriz ol eotwstaticsmente acti-
vo, de un tipo sceptor de eloutrones, que facilite el transorte
de electrones fotogenersios desde el materisl fotosensible bajo
. ;.a.rix.z.f:_!._umloig de un csmpo eléctrioo. Sadebe aistinguir los ma
25  teriales de matriz activos, que se descxibiran aqul, con resecw
‘ to 8 1los aglomerantes de nokriz de la temicta enterior, desori~
' tos me.s an-iba, en el santido de que lo s presentes mekericles
.+ tieen les propledades combinedas de ser susencislmente trens-
- _parentes, y por 'J.qvtanto no fotooondﬁ&ivos ¥y no ehsorbentos, e

Y por 10 meno s algna poroion elgnificative de wia reghdn pertiou-

-
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o dea ma.s cortas de onda., que queda Oomprendio.a. fuers de 1a vegidn

. _

oy

lar de longitudea de onda ds um en éi.eotro statosrafiao cor:ces

. pondiente e una gwe de fotosensibilidad pava laes part{oul a3

foto con ducto ras y ‘son capa.aes de prope rolonar 1a inyeccidn
transporte de elec’crones que son i‘otogeneradoa en 1gs particu-
1aa fotoconducto raBe Debido a su oomhinanion unica de sustan-
oial frun'v srencla en por 1o menss wia poroion pignificative ¥
we region de Longitudes de onda de uso electrostatografico A
ticuler, y capacidad de, transporte de elettiones, 198 Ina.te:(ia.' '
les de matriz aotivoa de la pmaante invenoidn pueden ut.@izar«-
ae eﬁcazmante oomo ag].omerantee para, una eantidad relativenen=
ta pequeﬁa de fotoconductor que ee debe utilizax en la progente
:lnvencion. o et . o
i se oomprendera o & material da t'ro.na)or&e actim
no antua como fotocondnctor on la. reglon de longituden de onda |,
de uso. segm ee menciono maﬁ arriba. son fotogmeradoe pares :
de le.gtmas-'eleotron o les partz.culas fotocond:..ctivaa ¥ =6 inyec~
ta entonces los electrones. asi fotogenerado 8 & través de wma
bma*a modu.lada po.. ) csznpo en el material de nat riz activo y =
prodnce el trsnspo z‘te de eleotrones & tre.vea del matarial de
transporte. '

_ corresponde OhserVe.T.' sends que la mworfa d6 100 me=
terial g8 que ton ut nes pare capaa noflves de la pxesenta inven~

', oion mn m::identalmenta tmﬂoien fotoconduativus cugndo gbsorben

at {

b

rsdiacion de 1ongitudea de onda apropiudaa para exaitaciun el eg~
tronica,. sin enbargo; La fotoreapues\‘-a en la rogion de longlitue

speotral enlg cual 88 deben utni 7ex los preeente fotoconaicto~

' ras» cerece de 1mportanoiapara. el comporhamia:tn éal &lspositi-

~ vv. Eo sabido que la ra.diacion debe opr absorbida. paXa excitar

una. respuesta roto oonductiva. y el or:lt exlo da. transparencia mene

-



Bawa Ak %

aret Ta ks e

Sk »

Lo
IO SREPE PO A S

e, ugo. -

% 38859 6@l

oionado maa arri'ba. yera 10 8 maxerial es acﬁivo 8 implica que ea-

%o meherisles ua 'gpt:ibtvgn a;g&fio;timmmte a la fotorop~
w;, . puests del fot_omo_eptur en 1e regisn do longitudes de onda de

PR .
R e e

tma. aplicacion t:f.nica de 1a Dreaanize hwencion coneige

.

e te en wa mbstra.to dg eoporke tal como un conductoXr que lleve

: ,‘ & gobre el mis!m ung cepa (e matrlz aglomerante activa, Por ejem

10 ..4".‘.:

' _p:l,o, la ogpa aglomerante de matriz g,ctiv'a. pueds comprendexr par.
wtieulaa do aelenio hmgnneﬂ. dispsraa.daa en ung, pelfcw.a de mge
. ‘.'erj.a). aoeptor de eleutmnes auwapcialmenta tranepaxenta. que
?,ea .cepaz de proporcionar inyacoion N'g transpo r¥e de eleotrones
. como asi tamhien 8 capa.z. demmlier susianoldmente tranmerew
. %o enle veglén pertiowlar de 1011&1?"%69.@8 onda & que es foto-
, ,téeusi'ble" o seienio. .m Ineteriz:l de ma.triz a.ctivo trenﬂparents
,pemite & um de una 9aves, oxtremademente baja de fotocondictor
.que no era anteriomenie po sible e latteonioa.. Ademas; la es=
-tmcture. actia efiozzzmente Dera usa rapetitivo ° elolzoidn. 8o
-, puede former imggen en esta estructura en 1a meners electro stato

- grafi os oonvenoional que ToYr 1o genernl incluye gargas exposie '
.cidn y revelacidn.. ’

-

m uso del cunoepto de maﬁr;!.z activa deo la pxesante

.' | 1nvemcion permite el uso de regiones partioulares del espedta®
'_'zaleﬂtmmsﬁmatico para oopie.do eleotro sta.tcgraﬂqg selectivos Unae

, ', .@licacion tipica o5 el uao de maxrioes actlvas en elaotrostato..
25 _ graﬂa o oolores para, oopia;c en eucas.ton colores perticul eros

‘..y o'btener as:[ e impzeaion cwpleta. . b

_DBSORICION DAl ITRUTO QUR B ACOMP A

otras finalidadas de 1a presente invenoion. jmtamente

' ,'con pwticul aridades adioional es que contrituyen a lamigoay Yo

_sultaren evidgntes 'a,'t:.:avea de la slguiente descriciin de wna

el

P

"
.
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cloria fomm do llevar a la pra.ctica, la’ presente 1nvenc:lon que
se daré con referencla gl dibujo que se acompafiay en el ouals
La figura 1 es un corte esquematico de una cierta for

ma de realizacion de una placa electrostatografica contemplada

" pox la presente invenocion.

La figura 2 llustra un mecanism de descarga de la 0g
Da de aglomeracich de matriz aotivas R
++ - La figura 3 ilustra & neoanism de descarge de un
cier’co sistema. aglomerante de la tecnica snterior; ¥y
La figura 4 ilustra el mecaniomo de descarga de otro

ei stema ae;lomerante delat eenica snteriox,

DESCRI CION DRTALL ADA DEL DIBWO

 Lafigural ilustra una olerta foma de Tesld zacidn
de ung pleca electrostato grafica majorada 10 de acuerdo con la
presente invencidn. La referencia numerics 11 indics un substrg
to 0 soporte meca'nioo‘. ¥l substrato pueds comprender wn metal '
tal como laton, aluminio, oro, platino, acero o similar, Pueds
ser de cugd.quier espesor conveniente, rfgido o flexible, bajo
la forma de ung hoja, laming, oilindro o similar, y puede estar
recubierto con wa delgada cee de maberisl plasticos También
puede comp render otros materid es tales como pgpel metslizado,
hojes de meherisl plastico oubiertas con un delgad recubrimier-
to de aluninio o ioduro de oobre, o Vidrio reaubierto con ma
delgada czpa ds Oromd U 0xido de esteio. Por lo genersl se pre-
fiere que el miemro de spoTte sea un poco cléstricamente con-
@nctivo 0 tenge una superficie un poco conductive, y que sea su-
ficiontanente fuerta para pemitir una cierta mggnitud de manipue
lacion, sin embargo, en olerto s daco & 10 es necesario que el
porie 11 sea conductivo e incluso se le puede omitir por come

pleto,

-
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Lea capa gglomarante fotoconduetiva 10 oontiene pax.
ticulas fotoconductivas 12 contenidas en una matriz eleotrdni~

_camonte aotiva 0 meferisl aglomerante 13 Las pert{culas fotp

sonductivas pueden coneistir en cuaquier fotocondaictor inorg_g |
nico u organioo apropiado que fotogenere pares de lagmavel ec-

tmn. ) Materialea :lnorganicos tfpicos incluyaa compuastoa oris~
talinoa 1norganieos Y vidnos fotoconduotivos ino rganico Be Mzw
terial es inorganicos tipicas incluyen sulfuro ds cadmlo, swWlfo=
saleniu:ro de cadmio, eeleni.uro ue caﬂmio. sulfuro de einc, o:d.do

de cinc ¥ nozelas de loa misnoa. I.os vidrios fotocondnotivos

_ _norganioos tipicos inoluyen selenio o 1o ¥ gleaciones de aele

nio tales como salenio-’celurio y aelenio-arsenioo. Se puede

-

utilizex texzﬂoien selec‘.'o en su fornua. cristalina hexagonal que

“ Be denomina commmente sel mio trigonal. Los fotocondicto res

15..

organi cos ifpicos inclu,yen pigmantos de ftalo cimning tales coms
19. foma X de ftalacianina libre de metel que se desoriba en la

pal:en’ce mrteamericana. ne 3.357.989 conccdida a Byme y ntros,

. v pigmantos de :t’talooimina de metel tales como Ttelooisnina de
cobra. Otxros pigmentos fotoinyeuto res orgenicos ‘tip;cos son

:
2

25

36'

Box ejemplo pigmentos de bis-bencimidezl, pigmertos de perileno,
plgmentoe de quinacz'é.dona.. pigmentos s.ndigoidea ¥ quinonas polinu
cleares, que ge describm en- las solici’cudes de patente copen~
dienteActaNe'” o o ' s

todas presmtadas al ' 7. 4 | , ‘ ‘

T 1a precodente 11 sl:a, de fotooonduotores no debe conglde-
rarse de ninguna manera. eomo 1imit.;.tivm e:léndo simpl emente ilua
trativa de materisles apropiados. '

Las pa.rticula.a fotocondnotivas estdn presentes en wma

concentrac idn en volumen u ocupacion que estd gobemada por di-

" Yereos factorest particul armente (L) 1a etapa pava la cudl se ven

b

oA
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periaments desmejoradas 1as propiedades fisicas do 1amabrizs
(2) 1a etepa para la ousl hey transorte significativo por eon

v taoto partioula con pe,rt:(cula; y' (3) la étapa Para la cuely

5

10

ST

25"‘

kY

" oon pipmentos conduiotivos tales como selenio trigonal, hey sufi
clente carga interna para militar contra s:lmple targa de cape.oi

tor, Estos dos Wltimos factoTes conduoen con frecuenoia a fal-

"'ta de capacidad de oiolacion, En general, pera 1ograr la mejor

combinacidn de propiedades fisicas y eléctricas, el 1imi te siip -
rior para el pignento fotocondrctivo o partioulas decbe ser epro=
:dmadamente 5% en volumen de la capa aglomersnte de iransporie
de e:l.ectrones. T 1:Im11:e inferior para las partfoulas fotooon=
ductims de aproximadamente 0.17 en volumen de la ospa ag.omeran
ta ea necesario para asegurar que el coeﬁciente de absoroion de
l.uz see. 'gufi cimte para. prapo rc:’.ona.r wna apreciabla generaniJn
de DOI'MadJres. C '

) m anpeaor da la. capa. aglomerante no es paxticulamen
te oritico. Se ha. compmbado que =R satisfactorios espesores‘
de ca@a de mmx:lmademsnte 2 g 100 miorones, propo roionando rasul
te.dos particularmente bueno s Wn espesor preferieb ds aproximada
mente 5 & % micrones. . R L

B tamano de las pm:ticulas fotoconductims no es par-

tioularmmte critico en 1a estructura de eglomerante. aunque 1as

- partfoula.e comprendidaa e une gama de taugio de apmximﬁamente

'01 a 1,0 micrones propo rcionan resultados particularmeite sa-

t isfacto rio By

La referencia numerica 13 indica el mate.cial de matriz
“activa que actia coro aglomerante pera las part{culas de £otocon=
‘ductor 12, Ia cpa do metriz activa comprende un naterial aoep=

" tor de olectrones e.romatico 0 haterocfclico que €8 Capez 53, mj.am

fiemm de proveer 1nyecaion de electrones de las partioulaa foto~
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~condugtoras y transportar dichos electrones fotogeneraios bajo

1g influencia de un cempo eplicedo. Para que sotile en lamang
Ta dolineada mas arriba, €l materiel de matriz activa debe ser

sustancialmente {ransparente a la regidn pexticul:ar de longitu
des de onda qus se Utiliza para el copiado electm etatogzitico.
En particular, el materiel de meixlz active deberd ser susten~
q@alménté no_'ahso:.‘oente_ en por 1o menos una poreion dgnifi catl
ve'de la parte del espectro electomagnético que estd comprend;;
da ap:éxin}edamente entre 4209 Yy 800_0 angstroms, debido a que 1:;

. wo:fa de los fotocondictores electo statografi camente dtiles

tienen fotoresmuesta a longitudes de onda comprendidas en esta

. . semin se menciono. nis erviba, el meterial de trenspox
te activo 13 comprende materiales aceptores de el eotrones atomg
ricps € he_t_eme{clicos que s hg comprobado que manifiestan p:nd-
pledadas de transporte de portadores de carga negativos como asi
tenb i€n 1as necesarias csracter{sticas de trangmarencis. late~
riales aceptores de electrones tiplcos, comprendidos dentro del
glcence de la presents invencidn, inoluyen anhidrido ftalico,
enhfdrido ﬁétraolomfté;ico. bencilo, snhfdrico metflico, swiri
oianobenceno, clorum de picrilos 2,4~dinitroclorobenceno, 2 ,h-'-
dinttrobromobenceno, W-nitro-bifenilo, 4yk-dinitmbifenilo, 2,k,6~
t:lnitj'zjoanisol. triclotrinitrobenceno, trinitro~O-toluene,
4,6=d1 lom=1,3~dinitrobencem, 4y6~dibroms=1, 3-dini trobencens,
p~dinitrobencens, cloranilo, bromenilo, y mezd as de lo s mismoe.
. Amque cualquiera y todoslos aseptores de electrones
avométicos o hetermwefdlicos, que tengan les ca:é.oterfsticae ne-
ceserias do tranmarencia, estin cormprendidos dentro del alcance
de la presente inveneidn, ss ha encont¥ado propiedades particular
mente buenas de transportg de eléotro"r’fés en el geso de los come

-
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puesto s aromaticos o hetemafolicos que timen mis de un susti

tuyente de los sustituyentos subsiractores de electirones fuer;

Yes teles como las agrupaoionen nitm-)-ﬂoe). .ton de sulfoncto

o (-'803). ca.rboxilo-(-OOOH) y oir.m-( ~0N)e Do osta clase de ma~

tarial ey la 2.’+.7-trinitro-9-ﬂmrmona (m). 2,4, 5, 7-ket ra~.

.vnitroﬁ.uorenona. tnnitro-antraaeno. diuitmaorideno. tetraclie-
. nox)ireno, Ng dinitmantraquinona pon materialea praferidos debido

a. BU disponibilidad v superiores propiedadae de tranaporte de

. electrones.

Para 1os mtendidaa en ea’ca materia. rasult‘ara evideu-

D

te que el uso de cualquier poli'mem que contenga la fracciﬁn mo-

lecular apropiaia. de aceptor de eleotronea aromatioa o heterooi~

. alica a.ctua.ra 00190 mate:cia‘l. de maxriz acuva. " No se debe consi-~
'derar que la preaente invencion reotringe el tipo de polfmexo

que se pueda utilizar mmo material de transpoxte. Los polies-

teres. polisiloxmos. polisnidaa. poliuretsnos ¥y epo:d.dos, como

af tebidn copolfmeros en hloquess al azer y de injerto (que .

'contimen la fraocion moleoular a.mmatica.) on eJemplo da los di
o Vermg tipos de pol:fmeros que 0 pueden utilizar, ‘sdemds, como
materisl de metriz astive se puede utilizer polimeros elsotzoni~

cemente inactivos en que la fra.ccion mol eoular a.ati\ra eeta dis ~

‘ parsada a altas concentraciones. . '. ;

, I.a transparenda sustancial ] signiﬁcativa deJ. mate~

o rial de trenmorte activo, dentro del contacto de la presante in
) ‘venoidn, siend wn- eJemplo 1a figuza 1, gn:lﬁoa que ung sufle
“elente contidad de radiacidn, proveniente de wna fueate, debe pa-
‘sar o treves de 1a capa de transporxte activo 13 para que la capa
“fotomnduotiva 12 actusra en m cepacidad de fotogeneradoT @ in-

' yector de electrones. Mas especf{fioanente, estd presente wa

" transparencia sustanoisl en los ﬁgfeifial'es de transporte activo

Wt

i
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B anezen

de la presente invenoldn quand los materiales de tTangporie ag

fivo son no fotoconduotivoa ¥ no ghorbentes en por 10 menos

"une. Do rcién signiﬁae.tiv'a de 19. region de longitudes de onda de

‘aproximedamanta 4200 ‘a 8000 midades mgsixom Egta propiedad

“o"! do trenspavencia susiancid pemite que inolda suficiente Tadia-

cﬁon act ivadora eobre 13 ozpa de fotoconductor de maners de pro-

. duoir la deso:arga del fotoreceptor de transporte activo cargads
. da 19. presente 1nveno:lon. ‘

n meterial de ‘I:'f-a.n@orte de electmnes ds la matriz

' ,e.ctiva,. que Be utﬂiza como aglomersnte juntamente con las par-

ticulas fotocondn ctiva,a de la presente invencion, es wn material

o que es un.ais'!.adbr nasta el punto de que una oarga clectrostati~
" "oay eplicada a dichy meterisl de metriz aglomerante astivas 1O
’ é;ﬂ conducida en aussnols do iluminacion con una répldsz cspaz
"dg impedir la fommacion yretencidn de wia imagen latente electrog
" tética wbre & mimw. ' geneval, esto significa quela Tesis-
"' $ividad éspec{fics del meterisl de mekriz aotiva debera se® por
BT T /_:l}eno.a'lozjq £\ /@'y de preferencla sera verios ordenes mas
elevada, gin eabargo, para remltads s opiim s se prefiere que
‘esta resistivided especifics del materisl aglomerente activo sea

%l que la rosistividad totsl de la ospa aglomevente activa, e
ausenoia de 1lumingoidn actigadora. 0 inyeooion de oargas deade
1, capa edyacente, sea guperlor a 10t _n./cm.

otra variacion dela configura.cion de pzlomeranie que

' e describe en la figura 1, consiste en el uso de una oapa ds

bloqueo en la interfaz de substrato ~foto conductor. Bote capa de

bloqueo facilita mentener un oampo ele'ctrioo a tzaves de la capa

" organica activa de fotocondictor despues de la etapa de garzas Se
" puede emplesr cualguier materisal de blgqi.tao epropiado. Naterige

les tfpicos incluyen nylon, epdxido, 6xido de eluminio ¥y resinss

-,
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aislanten de diversoa tipo 8 que 1ncluyen poliesti reno, polime-
o8y copolfmeros de butgdieno, polfmeros aorflicos y metacri~

B Licos; recinas de v..nilo. rosinas de alquuo y resina a base

- c‘.aoelulosa. T '

3 o B Pox 1o tanto, 3 puede ver que la parcinn fotosl sl en~
Sy ta de 1os miambma electrastatografico s de la presenta inven~

.:*; -

cién. reprosentados en la ﬁgu:a 1, conmrende uns oapa aglome=
rante bifwncionel: '
' ) L) Un material fotoconduotivo que fotogenera. lagwas
o ¥ electmnes por -exoitaeidn nedlente Tadiaddn e inyeota dichoa
elactmnea fotogenerados m el aglomaranta de matriz aotﬂ'a cixe
cundante;y .' S
o 2) Un material de nairiz acuVa circundante sustancial
. ‘ mente traneparmte que pemite la transmision de radiac:lon hacia
25 laa partfculaa de fotooonanator. acepta e‘l eleotron suhsigniente-
o mente fotogelerado daade a memrial fotoconduetor. y tranmporia
" ao’civefaeute dicho electron de conducoion ha.oia una mperficie o
mhstrato positivmante cargado de modo de nautraa.izax dicha car
e S
2 o 5o ilustra esto maa notablemmte en 1a figura 2,
BN que al miembm e:l.eotrosta’cogra.fioo de la presenis invenoion hg
B r.-ﬁdo negativwnen’ae aargado mediante caxga del tipo corona. Aun=~

que se ha ilustrado la figuz'a 2 oon ansencia. de substrato, que

" “ge indice modiante la reforencis numéri ¢s 11 en la figura 1, &2

29 comprendera que cominmente se empl ea wn suhatrato con una estrua

© tura sglomerante de estg clase y go desoribird e:l. me\:a.nisno eon’

" . ‘reppecto a un amstrato. La 1uz. indioa.da poz la fleocha 1l pe~
sa. a través del materisl de metriz activa transparente 13, e inci~

' 'de ‘mbre las partfculas de fotocondnctox 12 e modo de producir
» ' wpar legwmerel ect Wn. El elactrén y la. 1aguna son entoncea sa~

et
-
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ﬁe_s:ce,das por la fuerza del caro epllosdo, salisnto lalagma hp

o ‘o:la. 1a mporficle de mdo ds dloipar la cazgs negativay e eleg

tmn Weotadu en el materlal sglonerante do matriz aotiva 13

‘ .donde es tranq:ortado entonces por 1a fusxza de la atraceion eleg
-trobtatica e través éel sl stema, eglomerante de natriz activa hoe
"ole el substreto posifivemente cargadn. Puesto que slszncnte

A hleotrbneé fotogenerads s punden moverse en el makerial aglamerga

----

te de natriz act ivg de transporte de elecirones, solo se obtendran

camhios grandesg del po'senciel de mperficie quendo el c21po eleo

.....

trico en la. e ea tal que mueve 108 el ectronos fotogenerados des

’

da 1a.B pexticulaa de fotoconductor donde son genaradoa. a traves.

. da la. ca.ps de matriz a,ctiva. y luego hacia ma swp exf icds opuce~

o tamante oargad.a. ‘En general. pera mé;dme. utilidads o carge ne-

15"
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ga.tivamem‘ca 1a ‘capa _de matriz activa.. La preferencia de cargar

nega.tivamente la ent:cuatura a.glcmerante Bo dsbe & hecho de que ]
1&. proximidad de las pa.rtfaula.s ie fotoconduotor, oon reepecto a
1a, superzicie da J.a. aﬂtmotura eleotmatatograﬁ. cas permite que

105 portacbres de oarga o sitiw disipen con facilidad una Bupexr
fioie negat ivmncmte ca‘rgada., mientras los portudores de cerga ng
gativa gen trananortedos a traves del material da t:canaporte hae

cia. el subetrato positivamente cargads.

: Haoimdn referencia ghora & la i‘lgum 3: 8e iluﬁ"ra <@

e‘lla. una placa electmfotograﬁoa de la téonios arterlor en que

un p:l.gmento sensibilizador 12 ha pido disporssde en un material
aglomerante foto conductor 13 oon 1a Tindlidad de a.tmalta.r L 5 aen=
aihilidad de dieho material rotocondwtor. La iuz incide eobre
el miemhro eleotmfotogra,fico y p:oduae lagunes ¥ electiones foto~

genaradoa ya sen en el materiel aglomarante fotoconductor o en losa

mpteriazlea de pigmento, de aouerdo con gobre ousl inclde la radia=

' _ o:_io'n. rues’co' que 1s mworfa de los portadores son oreados en la

o
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o pigmento o colo vante foto oonduc'aivn 5@ mcuam:re en uwa concontz;g

mperficie del miembro fotoa.talante o osroa de lamiszna, el

transporte de cerga no prosenia problemas ssrios. En conacousy

_cla, en ol punto (A)s Laluz 1k ha catisalo La fotogwmerasidn do
S el entrdn' y wia loguna en b fo*oconmxotor, y en ol punto (B)
pla fotogeneracién time 1ug...r an el pigmento. Segin se pusde

oo Yer da acuerdo con J.a 11u-tracion. para que el pigmente tenga

Bu afeoto de aumentar ia aansioilidad. del miemhro el egtmwioto-

::sraﬁao s debe estar preaente en una concentracion relativggente

| sranda Y E’!UOHWHJ-‘BO en la supexfiocie del fotorsceptor o deros
10 'de 1a misma. Pueﬁe compararae esto con le figural en que la

T 'fotogeneracion tiene lugar exoluaiva,manta on 1as partlcwles foto-

. conductoras, siendo el aglomere.nte de matriz activs transpavente

ia. ila rediacion :l.noidente.‘ I.a,s p,e,.t:tculas de rotooondmtor 88 _

e _‘ encuentran bim p:otegida:a pox aidm a&omeranta de mat“d.z acti~

L5 va no slendo nooesario que 0 enoueniren divectamante en la 8U- -

'hi'_”perficie del miaubro foforeoeptox pa‘-‘a que setuen como fotoconduaw

' tores enla estmotura. sin emhargo. en 1:9. figura 3. oe puada

O'bEGWE‘I ques. pamque el pigmento en ea’ca tipo de estruc’cura a~

tlie oomy sensibﬁizador del miembm. se dece mantener ma 0211’61-

de.d B:Lgnificauva en g supeu'f icie o 8obre la misma donde esta

i e:;puesto e inevitahle ahraeion y a expo sicion ala atug sfera.

La figura‘i- ofrece, con ot oontra,ste. ung 11uatraoidn

de w fotoreceptor en que el pignento fotosenaible 12 esta dis~

“perogdo en wn materisl. de rasina. inerte 13. Debido a que no hey

" fotogonaracidn en el eglomerante de resina, es negesario que el

“otdn sufiaiente o este geometricamenta proxing para proveer ine

yeccion de cargaa 3 traves de todo el slstema aglomerante.» s

" soncoouencia, segin se pueds ver, cuando hay g, conaidarahle
' concent zacidn de pigmento, laluz incidente 1% produce un par ds

S R

-~
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1é-glﬂ'la y electrin fotogeeradns que son transportados entonces
e través de 1os pigmentos hacla la siperficie positivamente oge
geday mlontzas que en (B), ,donde‘ 1a congentraocidn del pigmento ‘
es insufi d ente pava produdy contacto parsicula con particula,
la luz incidente produce el par electrén y la laguna qle pemg=
peq%n efirepaias debid a que el sidiena aglomeranté no gognza
a transporiar las cargas fotogeneredas ya sea hacia otras pert {-
cuia;a de pigmento o haola la superficie oargeda. Se Webe compa-
rar tembién esta figurs con .lg.._ﬁgura 2 en que es innecesario d

- .contacto pértfoula con particula del fotocondustor en la estruce

ture do mefriz activa. Ademgs, dsbido a que es necesario al
contacto parti/oula con pa:ti'o\@a en 1a estmuctura de sglomerante
{nerte de la figura k, sa producen pmblemas de resolucion debie
d0 & que 1a geomstria de 1a particula puede no corresponder con
1s dirnceidn do incidenocls de lg luz de modo de dar por resulta.-;
do una disipacion irroguler de la oarga.

~ Cuando la capa agiomerante de fotoconductor y metriz
gotiva time maficlente resistencis pare constituir wn miexbro

sutooportado (sl ousl se deroming *pelfoula'), es posible elimi~
nar la base fisica o mieubro de soporte y utilizar en luger del
miamw cuslqulera de las diversas disposiclones Yya conocldas en
1a témicas en lugar del pisno de masa previ arente smninisérado
yor la cepe de bé.sé. & efocto, wm plgno de masa proves una fuen
te de carges moviles da embas polaridades. La depo sicidn, sobre
1z estructura aislante en dos capas do la pra'sentg inveneion, de
cargas senibilizadoras de la poleridad desesdas hase que dichas
cargas en el plano de masa de polaridad opuesia migren hgoiala
interfaz de la capa sislante fotoconarotiva. sin esto, la capa~
61&5;1 del miembro Qielante en o mismg:'se'r{a tsl que no podria
aceptai gufiolente cerga para sens!.hi;izar la cepa hasta un poten~

ol
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cial electmatatogréﬁcwnmte §t4, =s el campo eleot:m atati-
¢o entre las cargas dopositadas sobre una do las caras del

. mieubio. eleotrostatosTafim en dog cgpas ¥ las cargas indudidss

~ (desde el plazo de masa) sobre la otra oa¥as lo que aomete a

'tenslon al miembro electmste.tograﬁco de modo quey al sor exoi

Ctado wn’ eleotron (en 1a capa fotocon ductive) hesta la benda de

oonducoiou poxr un foton, de modo de crear un par laguna—electron,

‘1as cargas migran bajo la influencia de-este oampo de modo de

7 orear la imagen electrostatica latente., Pox lo tanto, _Tesulis
“: gvidents que si se omite el plano de masa f1s1c0, .50 puede pro=
: veer un suctitufo del mismo depositanioy sobXre ca}‘as opuestas :
* T ’dé'la ‘pelfaul’a algl ante eleqtmst_atogréficg 'da dos capas, simle’

ténemaente cargas: elettTostaticas sobre una de les caras de ls

«-. - peliowla por ejemplo mediante gerga del tipo corona segin se deg

-+ cribe en la petente nortecmericana Ne 2.777.957 concedida a L.B‘.

Welkup, de modo que la deposioion aimultenea de cargas negativas
gobre la otra caxa de la pelfoula, $ ambién mediante carga del

"-$1po ooronas produaira wn plawo de masa indicido, es desir vir-

tudl, dentro del cuerpo de la pelfcula justamente como =i las

cargas de polaridad opuesta hubleren sido sumini stra,dé,s & la in-
terfaz por induccion desds un pleno. de mass verdadsm. Este pla-

'm0 de mess ertificisl pemite la acetacidn de una carga sensibi-

lizadora utilizeble, ¥ ol mism tlempo pemmite la migracion de

- . oargas, bajo el campo gplicads, oumndo se expone a radiacion aoti-
25 ...

vadora, Tsl Gomo e la utiliza mis adelents en esta desoripoion

- ;¥ en las reivindicaciones que se acompaiiany la expresidn "basa

S e

conductive" incluye.tento wma base fisioa como una "ertifiecizle
de aguerdo con 1o aqui descrito.

La foma #{sica de la placa aglomeranie activa electwg

_‘-’atograﬁ ¢a pueds .afectar ougl quier fomma deseada por &l fo Tl g

-~



X o o
, sz us L8
B

dor. como poxr e.jemplo ung placa planas ecferioca, auindric

eto. La plaoa puede per flexible o rfgida, sogfn convenga.
' - DESCRICION DE LA FORMA PREFERIDA DR REBALI ZACION

.......

Para que 103 mdandidoa en esta mataria pueden compren
. -~.';S:.‘\""‘“'

- 5 dexr major la presante 1n'vem.ton. & dara los slguientes eJemplos

uusk Tat ivoa. .
o - Mediante 19, ai.guienta tecnioa se prepars WMa placa agl°
merante fotowenai’nle qv.e 8s similax a la. ilustrada en la figura

10 1 y que contiene parbfoulas fotoconductivas de ftslocimina ds

s uo'nre en un eglomerante 2,4,7-trinitm-9-ﬁuormona (INF) en wma

" rele-.cion d.a aproximadamente 4 partes en pem de INF (50 al en

.. volumen) Se forma. 50 ge de wna solucion principsl de TNF al 0%
dimlvﬁ enda la oantidad a;propieda. da TNF» pro dnoida por Dastnan

15 ' Kodek l}o. d.e Roohester. Nueva York. en 150 ga d.e tolueno ¥ P 8e

o,

.......

de ol ohexanona. se egrega esta. soluaion a ma eoluo:bn de 0,5

Sy ! Yl T
1

g. da ftalooianina. de co‘ore y Z) g. de toluam. 8e muele asta

o oE

_ mazcla mn m\mioion de anem para. molienda, durante 1 hx, hasta

o qus Be form una. mspen.sion bim dispereada. Se fornma entonces

2y un mcuhrimiento sobre u auhatrato de sluminio utilizands wn

o Gardner I.aboratory Bird Applicater. B aapesor final es aproxima=
o damente 12 miorones despues de seoar con a.ire a 1108 c. durente

" 12hr. -

.

S dispone entonces la placa aglomera.nte fotosensible
25 en una maquine. Xemx Modelo D e gque 8o realiza una copia mediante
la. siguiente temica. s@ carga la muestra. mediante ¢arga corona
a negativa hasta un Valor de 800 V. Se expone entonaes la placas
aﬂi _cargada, & un a4 sefio proyeota.do empleando una fuente ds luz
" de tungsteno que J.a expane en la region de longltudes de onda da
» aproxime&iamalte haoo a 8000 Angstmms. Se lleVa. a cabo la reveleg~

v
-~



oion mediante Melanién en casocads convensional-utilizando Me-
tizmr Xerox 911+ ¥y un portador invereor. La aopla tieme exce-
J.ente oelidad. siendo cumparahle a copias realizgdas oon wna pla-
g ca. eleotrofotogra.ﬁea oon\fencionel de selenio amo:fo.

e

- B e Be utili zg Una pls.ca. producida mediante el mitodo del

d m anplo 1. con le. exoepoion de que sé usa s2lenio tﬁgonal comg
" fotoconductor, ‘sendo la relacion entre TNF y selenio trigonel
“* " "20/1 en peso (78/L en ‘Woluaen). La oapa aglomerante tieme un es-
. pesor de sprximadammente 12 micrones, Ademes se fHIma una 0spa
" 'deblogue de 0,2 miordn’ sobre la superficie del mubstrsto median-
te ‘recubriml ento poxr immerd.dn del. euhetrato en wna solucion de
nylon dipuelto en aloohol metilieos . T T

s " 8o copla m ovigingd en una lna.quina. eloot st atogrifi-
15 : ca Modelo D en 1a miaanamanera que en el meuplo 1, teni.endo la

' wria remitante ma excelente celided en el sentids da que es

*compavable & laz coples Tesllzadas con una plaoa. eleatmfotogra-

t:lca convenoiomal da selanio emorfo. ‘

v oLt v o . . : ‘ ST I DR U

A N T s pmduoe uns plaﬂa oglomerante en 19' ni sp, manera que

z,oa X emplaa ly ,2. con la efxcepoion de qua 8 prepa.ra ung plada’
' demetriz ackiva que $iene wia Telaoion /1 en pes (60/L en Vo=
'jurien) entre dinitroscrideno ¥ f4aloolanina Libre do metal de 1a
" formaP. Se realiza una copla en wna mdquina Xevox Modelo D en
25  lamimammera que en’loq oy g@ios 1y 2 oon 1a misme exoelents
oe.'l.idad de reproduooion. ' ST .
_ . .Se ha descrifo 1la pmaente invenoion con refermoia 8
“oiertas formas espeaificas de realizanion Qe han sido presentedas
.parg ilustrar 1a 1nvenoion. gin embarg, se oomprendera. que s

..........

» posible introducir numero sa.s Va.riant es de ia invencu.on ,7 que B8
. ] . . . - e . . .. ¢

B P et rwu-r
- ) M A
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las debe considerar abarcadas por el alcance y principio de la
invencidn segin se define en las reivindicaciones que se acom~
pafia.

En resumen, la Patente de Invencidén que se solicita,
deber& recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Un método para formacibén de imagen, que comprende:
(a) proveer una placa electrostatogrifica que tiene una ‘capa
aglomerante fotorreceptora que comprende particulas fotocondue-
tivas dispersadas en un aglomerante de matriz orgénica electré-
nicamente activa, comprendiendo dichas particuloas fotocondqc—
tivas materiales fotosensibles capaces de fotogenerar electrones
e inyectarlos en el material de matriz activa circundante, ¥y
comprendiendo dicho aglomerante de matriz orgénica electrdénica-
mente activa un material aceptor de electrones que es sustancial-
mente transparente en la regidén de longitudes de onda de aproxi-
madamente 4200 a 8000 Angstroms y capaz de soportar inyeccién
y transferencia de electrones, (b) cargar uniformemente dicha
placa; y (c) exponer dicha placa a una fuente de radiacién eﬁ
la regidén de longitudes de onda de aproximadamente 4200 a 8000
unidades Angstroms, de modo que se forma una imagen electrostéi-
tica sobre la superficie de dicha placa.

2, Un método de acuerdo con la mvindicacidén 1, que

incluye ademds revelar dicha imagen latente de modo de hacer-
la visible,

3. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1, en
que el substrato es sustancialmente transparente y se lleva a
cabo la exposicién a través de dicho substrato.

4. Se reivindica por ltimo, cdomo objeto sobre el que

ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita: UN METODO
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DE FORMACION DE IMAGEN.
Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente Memoria descriptiva que consta de veintisiete

paginas mecanografiadas y dibujos que se acompaiian.

Madrid, 24 de febrero de 1.971

BERNARDO UNGRIA
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